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(54) Procedeu de obtinere a straturilor epitaxiale subtiri de TiO2

(57) Rezumat:
1

Inventia se refera la tehnologia de
obtinere a semiconductoarelor, §i poate fi
utilizatd pentru fabricarea  dispozitivelor
optoelectronice.

Procedeul de obtinere a straturilor
epitaxiale subtiri de TiO, include degresarea
unui substrat de sticla in toluen, uscarea lui in
vapori de alcool izopropilic si plasarea acestuia
intr-un reactor de depunere chimica din faza de
vapori, care se purjeazd cu argon timp de 20
min cu viteza fluxului de 100 cm?/min, apoi se

2
mareste temperatura substratului pana la
400°C. Procedeul mai include producerea
vaporilor de izopropoxid de titan prin
barbotare la temperatura de 90°C. Depunerea
straturilor epitaxiale de TiO, se realizeaza prin
debitarea separatd in reactor a vaporilor de
izopropoxid de titan, transportati cu un flux de
argon cu viteza de 40 cm®/min, si unui flux de
oxigen cu viteza de 40 ¢cm’/min, timp de 30
min.
Revendicari: 1



(54) Method for producing epitaxial TiOz thin layers

(57) Abstract:
1

The invention relates to the
semiconductor manufacturing technology, and
can be used for manufacturing optoelectronic
devices.

The method for producing epitaxial
TiO, thin layers comprises degreasing a glass
substrate in toluene, drying it in isopropyl
alcohol vapors and placing it in a chemical
vapor deposition reactor, which is purged with
argon for 20 min at a flow rate of 100 cm?/min,
after which the temperature of the substrate is

2
increased up to 400°C. The method also
includes the formation of titanium
isopropoxide vapors by bubbling at a
temperature of 90°C. The deposition of
epitaxial TiO, layers is carried out by
separately feeding into the reactor titanium
isopropoxide vapors, carried by an argon flow
at a speed of 40 cm®/min, and an oxygen flow
at a speed of 40 cm*/min, for 30 min.
Claims: 1

(54) Cnocod mosryueHusi TOHKHX dMUTAKCHAJIBHBIX c10eB TiO2

(57) Pedepar:
1

N3o6perenne OTHOCHUTCS K
TEXHOJIOTHH MOJIYYEHHUS IOJYNPOBOAHUKOB, U
MOXET OBITh HCIIOJIB30BAHO JUIS N3TOTOBIICHUS
OTITORJICKTPOHHBIX MIPHOOPOB.

Cnocob HOTyYCHHS TOHKHUX
SNHUTaKCHANBHBIX cioeB TiO;  BKmMOYaeT
00E3KUPUBAHNE CTEKIAHHON TIOMJIOXKHA B
TOJyOJIe, €€ CYIIKY B Iapax H30IPOITHIOBOTO
CriupTa M TIOMEUIEHHWE J3TOM B PeEakTop
XMMHUYECKOTO OCaXJEHUSI M3 MapoBOH (a3bl,
KOTOPBIM MPOayBalOT aproHoMm B TeueHue 20
MUH TIpE CKOpocTH motoka 100 cm>/mun,

2
Mocjie  4Yero  TMOBBIIIAIOT  TEeMIepaTypy
noutoxku 10 400°C. Crioco6 erme BKIIOYAeT
o0Opa3oBaHHe MAapOB M3OIPONOKCHIA THTaHA
OapboTtupoBanmem npu Temmeparype 90°C.
OcaxneHne JSIATaKCHAIBHBIX ciioeB  Ti0»
OCYIIECTBIISIOT ITyTEM pa3felbHOM MoJaun B
peakTop TapoB  H3OMPOIOKCHIA THTaHa,
MEPEHOCHMBIE TIOTOKOM aproHa MPH CKOPOCTH
40 cM’/MHMH, W TIOTOKA KHCJIOPOIa TIpH
ckopoctr 40 cM3/MuH, B TeueHne 30 MuH.
I1. popmynsr: 1
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Descriere:

Inventia se refera la tehnologia de obtinere a semiconductoarelor, si poate fi utilizata pentru
fabricarea dispozitivelor optoelectronice.

Este cunoscut un procedeu de preparare a straturilor TiO, prin metoda MOCVD
(Metalorganic chemical vapour deposition) pentru diferite temperaturi a tetraizopropoxidului de titan.
In acest caz straturile au fost crescute la temperaturi de 60°C, 65°C si 75°C cu temperatura
substratului de 400°C. Straturile au fost crescute pe substraturi de sticld, preventiv spalate cu acetond,
etanol si apd deionizati, la presiunea in reactor de 8,2-102 Torr, fird utilizarea barbotirii
tetraizopropoxidului de titan [1].

Neajunsul acestui procedeu constd in faptul ca straturile de TiO2 au o perfectiune cristalind
joasa.

Cea mai apropiata solutie tehnica de obtinere a straturilor de TiO, prin metoda MOCVD este
procedeul de depunere a straturilor de TiO; la temperatura izopropoxidului de titan 90°C. Straturile
subtiri de TiO2 au fost depuse pe substraturi de sticla. Izopropoxidul de titan a fost mentinut in
barbotor, incilzit pand la 90°C si transportat in reactor cu ajutorul oxigenului pur. Straturile au fost
depuse la temperatura substraturilor de 400°C, la presiunea in reactor de 0,5 Torr pentru un debit a
oxigenului de 7 cm®/min [2].

Neajunsul acestui procedeu constd in faptul ca nu este posibil de schimbat raportul dintre
presiunea vaporilor izopropoxidului de titan si fluxului de oxigen, ceea ce nu permite schimbarea
raportului dintre fluxul de izopropoxid de titan si fluxul de oxigen.

Problema pe care o solutioneazd prezenta inventie constd in separarea vaporilor de
izopropoxid de titan si fluxului de oxigen, fapt care ar conduce la reglarea raportului dintre fluxul de
izopropoxid de titan si fluxul de oxigen, precum si In majorarea rezistentei stratului epitaxial.

Procedeul de obtinere a straturilor epitaxiale subtiri de TiO,, conform inventiei, inlaturd
dezavantajele mentionate mai sus prin aceea cd include degresarea unui substrat de sticla in toluen,
uscarea lui in vapori de alcool izopropilic si plasarea acestuia intr-un reactor de depunere chimica din
faza de vapori, care se purjeazi cu argon timp de 20 min cu viteza fluxului de 100 cm®min, apoi se
mireste temperatura substratului pand la 400°C. Procedeul de asemenea include producerea vaporilor
de izopropoxid de titan prin barbotare la temperatura de 90°C. Depunerea straturilor epitaxiale de TiO,
se realizeaza prin debitarea separatd in reactor a vaporilor de izopropoxid de titan, transportati cu un
flux de argon cu viteza de 40 cm®min, si unui flux de oxigen cu viteza de 40 cm®/min, timp de 30
min.
de izopropoxid de titan si fluxul de oxigen, care ii confera stratului epitaxial de TiO; rezistenta sporita.

Rezultatul tehnic obtinut se datoreaza faptului ca fluxul de izopropoxid de titan si fluxul de
oxigen sunt introduse in reactor separat.

Exemplul de realizare a procedeului

Procedeul de obtinere a straturilor epitaxiale subtiri a TiO; consta in degresarea substratului
de sticlad in toluen, uscarea in vapori de alcool izopropilic si plasarea acestuia in reactorul de depunere
chimica din faza de vapori. Reactorul se purjeaza cu argon timp de 20 min cu viteza fluxului de 100
cm®/min, apoi se mareste temperatura substratului pana la 400°C. Intr-un barbotor se produc vapori de
izopropoxid de titan la temperatura de 90°C. Depunerea straturilor epitaxiale de TiO; se realizeazi
prin debitarea separata in reactor a vaporilor de izopropoxid de titan, transportati cu fluxul de argon, si
fluxului de oxigen. Fluxul de oxigen este debitat in reactor printr-un canal separat. Se efectueaza
depunerea stratului de TiO- la un flux de 40 cm®min de argon si 40 cm®/min de oxigen. Durata de
depunere este de 30 min.

Procedeul descris i confera stratului epitaxial de TiO; rezistenta sporita.
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(57) Revendiciri:

Procedeu de obtinere a straturilor epitaxiale subtiri de TiOp, care include degresarea unui
substrat de sticla in toluen, uscarea lui in vapori de alcool izopropilic si plasarea acestuia intr-un
reactor de depunere chimica din faza de vapori, care se purjeaza cu argon timp de 20 min cu viteza
fluxului de 100 cm®min, apoi se mireste temperatura substratului pand la 400°C, precum si
producerea vaporilor de izopropoxid de titan prin barbotare la temperatura de 90°C, totodati
depunerea straturilor epitaxiale de TiO; se realizeaza prin debitarea separatd in reactor a vaporilor de
izopropoxid de titan, transportati cu un flux de argon cu viteza de 40 cm®min, si unui flux de oxigen
cu viteza de 40 cm®min, timp de 30 min.

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisindu, Republica Moldova
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